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"Verfahren zum Herstellen eines aua einer Viel- 
zahl von diskreten Leuchtstoff elementen beste- 
henden Leuchtschirma einer Farbbildrohre" 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Horstellen eines 
aus einer Vielzahl von diskreten Leuchtstoff element en be~ 
stehenden Leuchtschirms einer Farbbildrohre, bei dem die 
einzelnen Leuchtstof f element* durch Elektronenbeatrahlung 
einer zusammenhangenden elektronenempfindlichen Sohicht 
durch eine mit entsprechenden Offnungen versehene Maske, 
die in geringem Ab stand vor dem Leuchtschirm angeordnet 
ist, hindurch photocheraisch oder elektrochemisch herge- 
atellt werden, 

Im Zusararaenhang mit einer Farbbildkathodenstrahlrohre, bei 
welcher die Zwischenraume zwischen den einzelnen Leucht- 
stof felementen des Leuchtschlrmes mit einer weitgehend 
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lichtundtfrchlassigen und nicht reflektierenden Schicht aus- 
geftillt sind, ist es erwunscht, daft die einselnen punkt- 
formigen Leuchtstoffelemente in ihrer flachenraafligen Aus- 
dehnung kleiner sind als die zugeordneten Locher in der 
sog. Lochraaske, die in geringem Abstand vor dem Leucht- 
schirm innerhalb der Rohre angeordnet sind (Maskenrohre ) 

Die Herstellung solcher Leuchtschirme fur Farbbildrohren, 
die sich aus einer Vielzahl von nebeneinander liegenden 
Leuchtstoffelementen zusaramansetzen, geschieht bekannter- 
weise mit Hilfe von photochemischen oder elektrochemischen 
Verfahren, wobei eine Bestrahlung einer auf dem Leucht- 
schirmtrager angebrachten lichtempfindlichen oder elektro- 
nenempfindlichen Schicht durch die Maske hindurch mit 
einer entsprechenden Bestrahlung erfolgt. Es ist auch be- 
kannt, die Leuchtstoff schicht direkt mit elektroneh- oder 
lichtempfindlichem Material zu durchsetzen, so dafi eine 
gesonderte lichtempfindliche oder elektronenempfindliche 
Schicht nicht mehr erforderlich ist. Die dabei verwendeten 
elektronen- oder lichtempfindlichen Substanaen werdeh in 
bekannter Weise durch die Einwirkung der Strahlung gegen- 
iiber einem Losungsraittel weitgehend unloslich gemacht, so 
daB bei einem anschlieflenden Auswaschvorgang rnir die Teile 
auf dera Leuchtschirmtrager zuriickbleiben, die von der Strah- 
lung getroffen sind. 
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Urn nun Leuchtstoffpunkte herzustellen, deren GrSAe gerin- 
ger ist als dor Querschnitt der Locher in der Maske, durch 
welche hindurch bestrahlt wird, ist bereits vorgeschlagen 
vorden, die Best rahlung zur Herstellung des Leuchtsehirroes 
mit einer Maske vorzunehmen, die zun&chst kleinere Locher 
aufweist, tun dann nach Fertigstellen der Leuchtstof f schicht 
die Locher der Masks durch einen zusatzlichen Atzvorgang 
zu vergroBern. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein vereinfachtes Verfahren zur Herstellung von Leucht- 
schirraen der eingangs genannten Art anzugeben. 

GemaB der Erfindung wird vorgeschlagen, dafl zwischen der 
Maske und der elektronenemp find lichen Schicht ein elektri- 
sches Feld erzeugt wird, das die die Offnungen der Maske 
passierenden Blektronenbundel vor Auftreffen auf die 
elektronenernpfindliche Schicht itn Querschnitt verringert, 
so daB die hergestellten Leuchtstof felemente in ihrer akti- 
ven Flachenausdehnung geringer sind als die Querschnitte 
der Offnungen incfer Maske. 

Ein wesentlicher Vorteil des erf indungsgemaBen Verfahrens 
besteht darin, dafl eine nachtragliche Bearbeitung der Loch- 
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maske nach erfolgor Herstellung des Leuchtsehirms nlcht 
mohr erforderlich ist, wodurch Ungenauigkeiten und Bescha- 
digungen der Maske dureh don zusatzlichen Arbeit sgang ver- 
mieden verden, 

Anhand dea in der Pigur dargestellten bovbrzugten Ausftlh- 
rungsbeispiols wird der Anmeldungsgegenstand nachfolgend 
naher erklart« 

Die Pigur zeigt schema tisch einen Ausschnitt aua einer 
Farbbildlochmaskenrohre f auf deren aus Glas bestehenden 
Frontplatte 1 ein Leuchts chirm aufgebraeht *rird» In ge- 
ringem Abstand vor dera Leuchts chirm, beispielsweise in 
einem Abstand von 1 bis 2 cm, befindet sich die sog« Loch- 
maske 6 t Auf der Innenseite der Frontplatte 1 befindet 
sich eine Schicht 2, die elektronenempfindliches Material 
enthalt. An den von Elektronen getroffenen Stellen tcird 
diese Schicht 2 gegeniiber eiiiem Losungsmittel veniger 
loslich gemacht 9 so da£ bei einem anschlieBenden Ausvasch* 
vorgang nur die Teile der Schicht auf der Innenflaohe der 
Frontecheibe 1 zuriickbleiben, die von Elektronen getrof fen 
wurden. 

Die Bestrahlung dieser Schicht afolgt rait einer Elektro- 
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nenstromung, die ihren Ausgang bevorzugt jeweils dort hat, 
wo bei der spSter f ertiggestellten Rohre die einzelnen 
Elektronenerzeugungssysteme der Rohre sich befinden. Die 
Elektronenstrahlung k trifft auf die Lochiaaske 6 auf und 
durchdringt diese lediglich an den Stellen, an welehen die- 
se rait den Lochem 8 versehen ist. Die diese Locher 3 
durchsetzende Elektronenstrahlung gelangt auf die elektro- 
neneinpf indliche Schiclit 2* Das Auftreffen der Elektronen- 
strahlung auf die gesamte SchirmflMche wird durch Ablen- 
kung des Elektronenstrahles erreicht* Dies© Ablenkung kann 
z. B # der beim Betrieb einer FarbbildrShre verwendeten ma- 
gnetischen Ablenkung durch eine Ablenkeinheit entsprechen, 
bei der der Elektronenstrahl periodisch tiber den gesamten 
Schirn bewegt wird. 

QeciaB dor Erf indung wird nun wahrend der Bestrahlung der 
eiektronenempfindlichen Schicht 2 rait der Elektronenstro- 
mung k an die Schicht 2 und die Lochnaske 6 mit Hilfe ei- 
ner Spannungsquelle 7 ein elektrostatisches F eld angel egt. 
Die durch dieses Feld erzeugten. Aquipotentiallinien sind 
ait 5 bezeichnet und es ist zu ersehen, dafi sich jeweils 
in den Bereichen der LBcher 8 in der Lochnaske 6 Feldver- 
zerrungen ergeben, die kleine, jeweils den einzelnen Lo- 
chem 8 zugeordnete elektrostatische Linsen bilden. In- 
folge der Wirkung dieser olektrostatischen Linsen tritt eine 
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sammelnde Wirkung auf die El ©ktr on enbiind el f die die Lo- 
cher 8 durchsetzen, ein, so dafc sich deren Durchraesser im 
Verlauf zwischen der Lochmaske 6 und der Schicht 2 ver- 
xingem. Diese saramelnde Wirkung kann durch entsprechende 
Ausbildung der Locher, z. B, konische Ausbildung, noch 
verstarkt warden. 

Als Hesultat dieses wahrend der Bestrahlung angelegten 
el ektr 6s tat is chen Feldes ergibt sich auf dor Schicht 2 ei- 
ne von den einzelnen Elektronenbiindelii getroffene Fiache 
3, deren Durchmeseer a geringer ist als der Durchjnescer d 
des zugehdrigen Loches 8 in der Lochnaske 6. Die Starke 
der Verringeruhg des Querschnittes des Elektrpnenbflndels 
hangt dabei u. a # von der angelegten Spannung ab # Das an 
der Schicht 2 anliegende Potential 1st genafi der Erf in- 
dung hoher als das an der Lochnaske 6 anliegende Potential. 
Je grofter der Potentialunterschied zwischen diesen beideii 
Potentialen ist f umso starker ist die Linsenwirkung des 
zwischen der Lochaaske und der Schicht 2 erzeugten elektri- 
schen Feldes, 

Unter Anwendung der vorstehend beschriebenen Erfindung er- 
geben sich zwei bevorzugte Herstellungsverf ahren zur Her- 
stellung des Farbleuchtschinaee . Das eine Verfahren besteht 
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darin, dafc die drei Leuchtstoffe nacheinander aufgebracht 
*rerden, wobei zveckmafiig jedem Leuchtstoff das elektro- 
nenempfihdliche Material zugesetzt ist. Es sind zu dieseni 
Zweck dann drei Bestrahlungen erforderlich t wobei die 
El ektronenstrahl quelle jeweils entspreehend der Lag© der 
Elektronenstrahlerzeugungssysteme der Rohre versetat wird, 

Ein weiteres bevorzugtes und sehr zweekraaliiges Verfahren 
besteht darin, zunachst auf den Leuchtschinntrager eine 
Schicht aufzubdngen t die im wesentlichen aus elektronen- 
etnpfindlicheta Material beateht und die in Rahoen ein©» 
Arbeitsganges mit drei Elektronenstrahlern belichtet 
wird, oder aber in Rahmen eines Arbeitsganges nit einen 
El ektronenstr abler, der jeweils in die Lag© der spater 
einzubauenden Elektronenstrahlerzeugungssysteme gebracht 
wird. Die nicht von den Strahlen getroffenen Teile dleser 
elektronenenpfindlichen Schicht werden entfernt und es 
kann nuwaehr der Zwischenraun zwischen den zuriickgeblie- 
benen Punkten der elektronenempf iridlichen Schicht mit 
einer lichtundurchlassigen, noglichst schwarzen Schicht 
ausgefullt werden. Nachdem diese Schicht auf gebracht ist, 
kann nun die Beschichtung nit den Leuchtstof fpunkten in 
der bisher ublichen Weise, d. h. also ohne Anlegen eines 
eLektrostatischen Feldes, erfolgen, veil es nunnehr unbe- 
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deutend 1st, wenn dies© Leuchtstof fpunktc ein© gleich 
grofle Ausdehnung bositzen vie die Lochor in der Maske. 
Die geiaafl der Erfiridung vor Aufbringen der Leuchtitoff- 
punkte erzeugte schvarze Schicht deckt namlieh den SuSeren 
Rand der Leuchtatof fpunkte ab, to dafi von diesen Leucht- 
stof fpunkt en nur ein kleinerer Toil ©pater elektronenop- 
tlsch wirksam wird f nanlich nur der Teil, der durch die 
Schicht nicht abgedeckt ist. 



- 9 - 

10 9817/1061 

BAD ORIGINAL 



- 9 - 



1957 08? 

UL 69/152 



Pat e n t a n a p r ti c h e 

ClJ Verfahren zum Hers tell eh eines aus einer Vielzahl von 
diskreten Leuchtstoff element en bestehenden Leuchtschirnis 
einer Parbbildrohre, bei dera die einzelneh Leuchtstoff ele- 
ment e durch Elektronenbestrahlung einer susaonenhangenden 
elektronenempfindlichen Schicht durch eine rait entspre- 
chenden Offnungen versehene Maske t die in geringeia Abstand 
vor den Leuchtschiria angeordnet is t , hindurch photochemisch 
oder elektrochemisch aufgebracht werden, dadurch gekenn- 
zeichnet , daft zwischen der Maske und der elektronenenpf ind- 

lichen Schicht ein elektrisches Peld erzeugt wird f das 
fa 

delft Querschnitt der die Offnungen der Maske passierenden 
Elektronenbundel vor Auftreffen auf die elektronenerapfind- 
JLiche Schicht verringert, so daB die hergestellten Leucht- 
stoff elements in ihrer aktiven Flachenausdehnung geringer 
sind als die Querschnitte der Offnungen in der Maske. . 

2. Verfahren nach Anspruch l t dadurch gekennzeichnet , daB 
der Trager der elektronenenpf indlichen Schicht nit einer 
insbesondere transparenten elektrisch leitenden Schicht 
vers eh en wird* 
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3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB 
elektrisch leitfahig gemachte Leuchtstoff sehichten verwsn- 
det werden, 

km Verfahren nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB ala Maske eine Lochraaske ver- 
wendet wird . 

5. Verfahren nach einen oder mehreren der Ansprttche^l bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi als Maske eine Filterelektrode 
verwendet wird. 

6 . Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprttehe 1 bis 
5 t dadurch gekennzeichnet, daB das elektrische Fold diurch 
Anlegen einer ©lektrischen Spannung an den Tragor der 

el ektronenempfind lichen Schicht oder an dieae Schicht 
einerseits und an die Maske andererseits erzeugt wird, 

7> Verfahren nach einen oder nehreren der Ansprttche i bis 
6| dadurch gekennzeichnet, daB das elektrische Feld san- 
nelnd ausgebildet wird. 
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